
Chalmers  Lindholmen 
Elektroingenjörslinjen 
 
TENTAMEN  I  ANALOG KONSTRUKTION 
KURS LET563 
 
Datum:  Onsdag 21e augusti, 2013, eftermiddag  
Hjälpmedel: Allt utom mänsklig handledning. Specifikt: Kursbok, 

valfri miniräknare och/eller laptop (utan nätverks-
uppkoppling), slides från föreläsningar samt allt annat 
material som har delats ut under kursen via 
kurshemsidan, egna minnesanteckningar är också okej. 

Betygsgränser: För godkänt krävs 8p  
 Betyg på kursen baseras på poäng från både tenta och 

projekt enligt modell i kurs-pm   
Allmän info:  Tentan utgörs av fem uppgifter om vardera fyra poäng. 

Uppgifterna kan bestå av deluppgifter (a, b, c, ...). Om 
föregående deluppgift ej har lösts så godtas antagna 
värden nödvändiga för att lösa nästkommande uppgift 
under förutsättning att dessa värden är fysikaliskt 
rimliga.  

 
 

 
 

  



 
 

 
 

1. Tvåporten nedan (begränsas av streckade linjer) kan användas som 
impedanstransformator  

 
 
a) Bestäm reaktansen X och susceptansen B för att få reflexfri övergång i bägge 
riktningar, välj den lösning som gör X induktiv och B kapacitiv. 
b)Vilka L och C skall väljas för att realisera ovan beräknade X och B vid 
frekvensen 1 GHz 
c) Hur ser tvåportens spridningsparametrar mot 50 ut, motivera svaret 
  
      (4p) 

 
2. Designa en förstärkare med minst 40dB förstärkning vid 1GHz. Till ditt 

förfogande har du en transistor med följande S parametrar uppmätta vid den 
givna frekvensen och 50ohm: 
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a) Är det möjligt (motivera svaret)? 
b) Beskriv hur du går tillväga 
c) Föreslå lämplig käll- respektive lastreflektion 
d) Designa distribuerat matchningsnät för ingång 

(4p) 
 

3. En bit transmissionsledning kan användas för att anpassa en last som utgörs av en 
10nH spole och ett motstånd på 250. Bestäm längd och karaktäristisk impedans 
för ledningen så att anpassning uppnås vid frekvensen 3GHz, se figur nedan 
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4. En lågbrusförstärkare skall designas för frekvensen 2 GHz. Att tillgå har vi en 

transistor med spridningsparametrar 
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 och brusparametrar Fmin=1.6 dB, 904.0opt   och RN=20 

a) Rita ut 2 dB bruscirkel och 3 dB bruscirkel 
b) Vilken källreflektion S ger högsta möjliga förstärkning för 2 dB brusfaktor, och 

vad blir förstärkningen 
c) Designa ett ingångsmatchningsnät som transformerar källans inre resistans 50 

till önskat s. 
d) Föreslå L, motivera valet 
e) Beräkna lågbrusförstärkarens totala förstärkning, med matchningsnät, och uttryck 

svaret i dB 
Ledningslängder kan uttryckas i våglängd 

(4p) 
 
 

5. Graferna nedan visar uteffekten från en lågbrusförstärkare vid 
fundamentalfrekvensen samt tredje övertonen. Beräkna lågbrusförstärkarens 
dynamiska område under antagandet att brusgolvet ligger på -100dBm. 
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